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方位の異なる SrTi03 単結晶基板上では ， YBa2CU307-X 膜がエピタキシャル成長することを明らかにしている。 MgO
(1 00) 基板上へ成膜した YBa2Cu307-X の配向性は基板温度だけでなく成膜速度によっても変化することを明らかにし
ている。得られた YBa2Cu307-x 膜の組成は，原料粉末組成に対して若干の組成変化が認められたが，膜組成が化学量論













の中で Au は超電導性を示す膜が得られるが， Pt基板では超電導相以外の Pt を含有する複合酸化物相を生成するため








れている。本論文は，成膜手法として従来あまり研究されていない熱プラズ、マ蒸着法を用い， YBa2Cu307 -x 膜の実用化
のための基礎的検討を行った結果についてまとめたものである。本研究で得られた主な成果を要約すると次の通りで
ある。





(3) SrTi03 および、MgO (1 00) 単結晶基板への成膜実験を行ない，面方位の異なる SrTi03単結晶基板であっても ， YBa2 








(6) 得られた YBa2Cu307-x 超電導膜の臨界電流密度について検討し， C軸配向膜は弱結合部分の存在しない超電導膜で
あり，液体窒素温度における臨界電流密度が 6.8 x 105A/cm2 という比較的高い値となることを明らかにしている。
また a軸配向膜は，結晶粒界が弱結合部分となるため特性が劣化することを明らかにしている。
以上のように本論文は，熱プラズ、マ蒸着法による超電導YBa2Cu307-x 成膜法に関する要素技術を確立しており，材料
工学の発展に貢献するところ大である。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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